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Research vertical p-n junction diode with high breakdown voltage on GaN substrate 
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Mesa-structured p-n diode on a GaN substrate was investigated.  The breakdown voltage of the diode 
does not depend on the distance between the end of the mesa edge and that of the electrode.   However, 
it was found that the distance over 2 μm was necessary to prevent the damage of dry etching. Leakage 
current of the diode with KNN protection films and TiAl electrodes was drastically reduced when diode 


































図 1 縦型 p-n 接合ダイオード 
 
図 1 で示した Distance :ｘと表記された電極端からメサ
端の距離を変化させたときのオン抵抗および DC 特性を
測定した。本研究では、距離ｘを、0～100μm へ変化さ
せた。図 2 に順方向電圧 4V 時のオン抵抗の距離ｘ依存性
を示す。 
   
図 2 電極端-メサ端距離に対するオン抵抗 
 





















図 3 順方向電流電圧特性 
 







図 4 メサ側壁部分のエッチングダメージ 
 
この原因は図 4 に示すように、メサ側面がエッチング
によりダメージを受けることにより p 層が一部 n 型化へ










ジにより p 層が n 型化した部分は、メサ端から約 1μm
程度と考えられる。したがって、電極端-メサ端の距離ｘ
は 2μm 以上を必要とするといえる。 
これに対し、図 3 の電極端-メサ端距離ｘが 2～5μm
の電流電圧特性からは、電圧 2.5V 以下でリーク電流が原
因と思われる n 値の増大が確認された。 
 
 












護膜として SiN を堆積させ、850℃で窒素雰囲気中 30 分












５． KNN 保護膜を使用したリーク電流の低減 
  図 2 で示した構造のように、ダイオードの保護膜に本




ように比誘電率が 300～400 の圧電材料[4]である KNN の
使用する場合の検討を行なった。 
  
図 7 KNN 膜の比誘電率 
  評価した基板の構造は以下の構造を使用して行なった。 
 
図 8 KNN 膜評価用基板構造 
 
 図 8 の構造を使用し、+電極に Ti/Al(30nm/250nm)を用
いて KNN 膜の絶縁破壊電界を測定した。図 9 に KNN 膜の
絶縁破壊電界を示す。 
  
図 9 KNN 膜の絶縁破壊電界 
 
 従来、SiO2の絶縁破壊電界は 0.25～0.4(MV/cm)である。
対して KNN 膜は約 2～3(MV/cm)と SiO2と比較して高い絶
縁破壊電圧を持つため、保護膜としては SiO2よりも優れ
ていると考えられる。 




図 10 KNN 膜の電流特性 
 

















りの場合には n 値が約 2.21 となることが分かった。また、
ダイオード保護膜に使用される SiO2 の絶縁破壊電界が



















































域構造に関する研究, 名古屋工業大学博士論文, pp1-6 
 
 
